PAMIECI POLPRZEWODNIKOWE
Pamieci dynamiczne RAM

Bibliografia: Urzgdzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz

http://pl.wikipedia.org/

Komorki pamieci dynamicznych magazynujg fadunki na okreslonej, niewielkiej pojemnosci elektryczne;.

Pojemnos¢ nienatadowana oznacza zero logiczne.

Pojemnos¢ natadowana oznacza zapisang jedynke logiczna.

Obstuga asynchronicznych pamieci DRAM

Adres stowa, na ktérym chcemy wykonaé operacje, podawany jest w dwdch czesciach zwanych:

adres wiersza,

adres kolumny;

Taki sposéb adresowania upraszcza konstrukcje — wyprowadzen szyny adresowej dekoderdw adreséw.
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Wyprowadzenia pamieci DRAM



‘ Matryca komorek pamietajgcych ‘
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Adresowanie pamieci DRAM

Poprawne zaadresowanie pamieci DRAM wymaga wykonania po kolei nastepujacych czynnosci:

* Podanie starszej czesci adresu na linie adresowe pamieci DRAM jako adresu wiersza, a nastepnie
wytworzenie aktywnego zbocza sygnatu RAS#, powodujgcego zapamietanie tego adresu w rejestrze
zatrzaskowym adresu wiersza.

* Odmierzenie okreslonego, wymaganego opdznienia czasowego.

* Podanie mtodszej czesci adresu na linie adresowe pamieci DRAM jako adresu kolumny i wytworzenie
aktywnego zbocza sygnatu CAS# powodujgcego zapamietanie tego adresu w rejestrze zatrzaskowym
adresu kolumny.

Nastepnie, zgodnie z sygnatami sterujgcymi OE# lub WE#, wytwarzana jest operacja odczytu lub zapisu na
zaadresowanym stowie.

Po operacji odczytu odmierzane jest kolejne opdznienie czasowe przed rozpoczeciem nastepnego cyklu,
potrzebne do dotadowania pojemnosci komérek pamietajacych odczytywane stowo (w praktyce odswiezany
jest caty wiersz).
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‘ Wejscia adresowe pamieci ‘
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Operacja odczytu dla pamigci DRAM

tc— minimalny czas pomiedzy dwoma kolejnymi cyklami
t,— czas dostepu - czas jaki uptyngt od momentu pojawienia sie poprawnych danych na magistrali danych
tp rRas-cas— €zas opodznienia sygnatu CAS# wzgledem sygnatu RAS#

tep— (ang. precharge delay) czas potrzebny do dotadowania komdrek pamieci odczytywanego stowa
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